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Opis projektu [background; max 1500 znakoéw ze spacjamil:

Projekt dotyczy opracowania nowej konstrukcji azotkowych diod laserowych, w ktérej
klasyczny obszar aktywny z wieloma studniami kwantowymi zostanie zastgpiony
supersiecig InGaN/GaN. Takie rozwigzanie ma umozliwi¢ bardziej rownomierne
wstrzykiwanie elektronéw i dziur, ograniczy¢ wptyw kwantowego efektu Starka,
zmniejszy¢ naprezenia oraz poprawiC stabilnos¢ cieplng warstw o podwyzszonej
zawartosci indu. W ramach projektu zaprojektowane zostang rdézne warianty
supersieci, zréznicowane pod wzgledem grubosci warstw, liczby okresow i sktadu
indu. Struktury zostang poddane symulacjom numerycznym w programie nextnano, a
nastepnie wybrane warianty zostang wytworzone metodg MOCVD na podtozach
szafirowych i GaN. Ich jako$¢ strukturalna bedzie analizowana za pomocg TEM,
HRXRD, SEM i katodoluminescenciji, natomiast wtasciwos$ci elektrooptyczne zostang
ocenione na podstawie charakterystyk L-I-V, dtugosci fali emisji, pragdu progowego,
sprawnosci rézniczkowej i stabilnosci temperaturowej. Projekt ma doprowadzi¢ do
opracowania zoptymalizowanej diody laserowej o dtugosci fali do 488 nm, wysokiej
stabilnosci cieplnej oraz zewnetrznej sprawnosci kwantowej przekraczajgcej 50%.
Wyniki mogg wyznaczy¢ nowy kierunek projektowania wydajnych diod laserowych dla
optoelektroniki, medycyny, telekomunikaciji i technik sensorowych.

Cel projektu [max 500 znakow ze spacjami]:

Celem projektu jest opracowanie i eksperymentalna weryfikacja azotkowej diody
laserowej z obszarem aktywnym w postaci supersieci InGaN/GaN. Badania majag
okreslic wptyw grubosci warstw, liczby okresow i zawartosci indu na transport
nosnikéw, wzmocnienie optyczne, naprezenia, efekt QCSE i stabilnos¢ cieplna.
Zaktadanym rezultatem jest uzyskanie emisji do 488 nm, sprawnosci wstrzykiwania
powyzej 70% i zewnetrznej sprawnosci kwantowej powyzej 50%.

Wymagania:
e tytut magistra fizyki lub inzynierii materiatowej,
e znajomosc jezyka angielskiego na poziomie min. B2.
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